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La presente invencién se refiere 2 transistores!

!
de efecto de campo de compuerta aislada. En los transzstof
res de este tipo el flujo de corriente en un substrato :

t

semiconductor monocristalino de un tipo de conductividad

prap

jentre regiones de fusnte y de drenaje separadas deli tipo

Ede conductividad opuesto en una regién superficial del §
;substrato es medulado por una tonsidn aplicada a un elee-?
ftrodo de coﬁpuerta que se extiende encime de la regidn su%
Eperficial entre las regiones de fuente y de drenaje y ais{

H . . H
tlado de la regifn superficial por una capa aislante. ¢
' . " . :
i La separacidn lateral entre las regiones de fuen
{ _

ite y e drenaje es un factor que afecta las propiedades
i
leléetricas del disposiiivoe y la conductancia mitua (gm)

xes gunentada reduciendo la separacidn lateral de estas re-;

T B VTR R A

;giones. Sin embargo, el substrato del transistor general- ;

‘mente tiene una resistividad relativamente elevada dando §

un valor comfn de la concentracidén de impureza del subs-

b
#
3

trato 1014 étomOS/hm3 le reduceiln de la separacidn late—i

i
Aral entre las regiones de fuente y de drenaje en un grado 3

ﬁemasiado grande hard que la capa de agotamiento de la guni
{
iture. p-n polarizada en sentido inverso entre el arensje y

(R e

bl sustrato se extiende hasta la juntura p-n eatre la fuen-

te y el substrato produclendo as{ una ruptura en el subs=- |

trato para bajas tensiones aplzcadas entre los electrodos

ke fuente y de drenaje.

§ El aumento de la concentracidén de la impureza

P LNIPRIB AT LA i D € 7,

?ctiva en o1 substrato pareceria ser un modo factible de :

mumentar la tensién de ruptura pero tal aumento afecta les i

fropledades del dispositivo de una manera desfavorable.

" h N M e S B A e PO, < 8 N

?si con un substrato mds altamente dopado se necesita una
be
E



"

10

15

20

25

? 4
AT AR

P s A SR, kSt HEN Y

—er,

tensién mds alta & fin de inducir la misma cantidad de
carga bajo la compuerta en comparacidn con un dispositi-

vo con la wisme geometrfa pero con un substrato que tie-

ne una concentracién de impurezas menor, Este efecto se
f

nvuelve rarticularmente importante cuando el dispositivo

:es hecho funcionar por encima del "codo" de saturacidn. |

e LSy e NGNS

1Asi el g del dispositivo de referencia al terminal de
compuerta serd reducido pero con referencia al terminal dql

-substrato serd aumentado, es decir, las conductancias mi-

21 S e B ke

tuas se vuelven dependientes de lag propiedades del subg=-:

&

~nger

tra'to.

I

De acuerdo con la invencidn un transistor de /

E
i

%efecto de cempo de compuertia alslada cowprende un subse
1 B
Itrato semiconductor monocristalino de un tipo de conduc=- 3
1t1v1dad que tiene una superficie plans, extendiédndose dos{

regiones superfzclales geparadas del tipo de conductividad
i
puesto desde la superficie plana en el substrato y cons-:

N TP

10
tltuyendo las regiones de fuente y de drenaje, una cépa
dleléctrlca situade sobre la superficie plana del substra-
to entre las regiones de iuente y de drenaje y una capa
conductora situada sobre la capa dieléectrica que consti- 3
jtuye el electrodo de compuerta, teniendo la regifn de subé

i
:trato sluuada entre las regiones de fuente y de drenaje !

NN ek ok BB RE 7 I SR A Kt TRN 8 R 1
- -

e inmediatamente adyacente a la superficie plana, una cons<

ﬁcentracidn lateral no uniforme de impurezasvcaracteristi-i
1 : :

cas Ge dicho un tipo de conductividad que en 2l ménos una§

fparte de dicha regidn del substrato adyacente a la regidn%

: de fuente es mayor que la concentracién de impureza caracw
!
K

terf{stica de dicho un tipo de conductividad en la regién s

subyacente del substrato y aumenta en la direccién lateraﬂ

6.12.1967 -3-
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desde el drenaje hacia la regién de fuente contactos Shmi -

cos para la fuente el drenaje y la cdmpuerta ¥ un contac=-

D it b 2 A

{to éhmico para el substrato.

En tal tmnsistor la provisidén de la ccncentra-

jcién lateral no uniforme de impureza caracteristica de

e E—— Tn .

dicho un tipo de conduciividad en dicha regidn permite
una separacidén lateral pequeﬁa de las regiones de fuente
iy de drenajé ﬁanteniéndose un valor alto de la conductan-

{cia mitua del transistor y sin que se produzca una ruptu- .

ra en el substrato a bajes tensiones aplicadas entre las ﬁ
' !
iregiones de fuente y de drenaje. La mencionada concentra- |
‘ '
écidn lateral no uniforme de impureze permite también la |
 obtencidn de transistores de efecto de campo de compuertag
'aislada adecuados para funcionar en el modo de acrecenta-
i

£

‘miento, transistores que gon ideales para ser incorpora-

;doa en circuitos "most" integrados directamente acopladosé
En una %orma'preferida de un itransistor de efecé

t0 de campo de compuerta aislada de acuerdo con la in-

vencidén, dicha parte de la regién de substrato adyacente

3
¥
!
i
'
v
3

& la regién de fuente estd ubicada dentro de la parte la-|
teralmente difundida de una regidn de substrato difundidaf
de dicho un tipo de conductividad formada por difusién de§
un elemento de impureza caracter{stico de dicho un tipo dé
conductividéd hacia un drea limitada de la superficie plaé
na del substrato. Se apreciard que la concentracién late-;
éral no uniforme de impureza caracterfstica de dicho un tij
po de conductividad en dicha regién puede ser obtenida poé
métodos diferentes a las técnicas de difusibn, por ejem—
plo mediante técnicas de implantacidn de iones.

En une forme de un transistor en gue dicha part

6.12.1967 -4 -
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de la regién del substrato estd ubicada dentro de la par-;
te lateralmente difundida de una regidn de substrato di- i
fundida esta configuracidén permite efectusr conexiocnes ?
de substrato de resistencia serie relativamente baja, z
siendo provisto un contacto Shmico para la regidn de subs%

trato difundida sobre la superficie plana, proveyendo la

iregidn de substrato difundida un blindaje eficiente en-

e L AW KL T WIE,

%tre la fuente y el drenaje, Ademds la capacitangia drenaﬁ
e . :

' je a substrato es baja. Dicha configuracién es ventajose
i ' : : i
itambién cuando se desea fabricar un transistor de efecto

i ;
jde campo de compueria aiglada adecuado para funcionar en
d ]

:
%un circuito en que la fuente y el substrato estdn en cor-

; !
:tocircuito, Esto se logra fdcilmente modificando la confi-
4 *
§guracidn del contacto de modo que la regibn de fuente es=

gté eldctricamente conectada a la regidn de substrato di- ¢

3
|
: !

fundida en la superficie plana.

ﬂ : i : i
{ La mencionada concentracidén lateral no uniforme :
b ) N i
:de ampureza, permite obtener un transistor en que la sepa-
; ‘ f
" - k3 * §
iracién lateral de las regiones de fuente y de drenaje pue{

jde ser como mdximo de 5 micrones. Le variacién de la con- ;
i

centracibn de impureza puede existir en toda la longitud

de la regibn de substrrato entre las regiones de fuente y |

de drenaje pero esto no es esencial. Preferiblemente exis-

te una gran veriacidn en la concentracién de impureza zl §
4 3

émenos dentro de una distancis de 0,5 micrones desde la re{

;gidn de fuente en la direccidn lateral.

Una realizacidn de ﬁn transistor de efecto de

M W W Wt

campo de compuerta aislada serd descrita a continuvacién
con referencia a los dibujos esquendticos que se acompafian

en que

6.12.1967 -5 -
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La figura 1 muestra una vista en corte del cuer,

- L

po semiconductor del trensistor y

¥

i

La figure 2 muestra una vista en planta del trqé

4

sistor, siendo efectuvado el corte de la figura 1 a lo lar<
i

j go de la lfnea I-I de la figura 2.

las figures 3,4 y 5 ilustran verias etapas de

{la fabricacidén del iransistor mostrado en las figuras 1 y

i
2y

L T AR © 2 N e AR S WD I

las figuras 6 y 7 muestran circuitos que inclu-:

yen el transistor mostrado en las Tigurag 1 y 2.

LIRS T~

El transistor de efecto de campo de compuerta

i o A s S s 35 AE

L wery e

iaisglada comprende un substrato 1l de silicio mondcristali-

i no de tipo p de 200 micrones de espesor que tiene una su- !

|
iperficie plana 2. El substrato 1 tiene una concentracién

| NSO

' de aceptor boro de 1014 dtomos/cm3. Una regidn de substra=

|

Jto difundida 3 se extiende desde la superficie plana 2 en:

st

Eel‘substrato 1, siendo mostrada la extensién del frente
ide difusidn por una lfnea punieada 4 ubicada, a une pro-
i fundidad de 5,5 micrones de le superficie 2 y que tiene

:un ancho en el corte mostrado de 40 micrones. Sobre la su

e b s o sasin o

perficie 2 estd provisita una capa aislante 5 de éxido de
%silicio de 0,2 micrones de espesor. Una regién de fuente q

difundide de tipo n se extiende desde l& superficie 2 en i

jla regidén de substrato difundida 3 y und regidén de drena-

je 7 difundida de tipo n se extiende desde la superficie

EZ en el substreto 1. Las regiones de fuente y de drenaje

| tienen las mismas concentraciones de donor fésforo difun-:

D el R M

5:dri.do, siendo la concentracidén superficial de 5 x 1021'éto€
mos/c.m3 y estando cada una de las partes de las junturas

p-n entre estas regiones y la regidn 3 y el substirato 1

v g s
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respectivamente que son paralelas & 1a'superficie 2 ubi-

N

cadas & una profundided de la superficie 2 de 1,5 micro-

A Aanar

nes. Cade una de las regiones de fuente y de drenaje tie~’

ne un ancho en el corte mostrado, de 20 micrones ¥ la se-}

paracibén entre estas regiones y la suuerflcle 2 es de apro

TIPS

i
:x;mauamente 4 micrones. El frente de alfu516n 4 se extien=+

de hasta la superficie 2 en la vec1ndad 1nmediata de la

1
Juntura p-n entre la regién de drenaje 7 y el substrato |

g1. En la posicidn 8 Justamente por debajo de la superfi- f

b

:cie 2 y préxima a la juntura p~-n entre la regién de fuen-?

nte 6 ¥y la regién difundide 3, la concentraczdn de boro di=

r
%

;fundido en la regién 3 es de aproximadsmente 8 x 1016 étoT
$

3

fmos cm3, mientras que en la posicidn 9 justamente por de~:

. bajo de la superficie la concentracién de boro difundido

A

T L T IP

jes aproximadamente 5 x 10%% dtomos/cm3, Asf una concen-
« tracibn lateral no uniforme de aceptor estd presente en
1a regién del substratc entre 1la regién de fuente 6 y la
?regién de drenaje-7 aumentando en la direccidn lateral

Bl

gdesde la regidn de drenaje 7 hacia la regadn de fuente 6.§
fﬁn aberturas en la caps aislante 5 estdn provistos contac%
gtos éhmicos 11 y 12 para la regidn de fuente 6 y la re- %
igidn de grenaje T respéctivamente, y un contacto éhmico é
§13 para la regién 3 de substrato difundida. Los contace :
,tos Shmicos 11, 12, 13 consisten cada uno en una capa de :
:alumlnio de 0,2 micrones de espesor que han sido deposlta%
gdas desde vepor sobre la superficie en la aberturs corres%
. pondiente en la capa aislante 5 con la ayuda de una més- %
cara ¢on aberturags. Sobre la parte de la capa aislante 5 é

!
H

! gituada sobre la superficie 2 enire las regiones de fuen=!
i

{ te y de drenaje 6 y 7, estd provista otra capa de alumi-

6.12.1967 . -7 -
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nio 14 de 0,2 micrones de espesor gue constituye el elec-

trodo de compuerta. El ancho de la capa 14 en el corte i
}

mostrado es de 6 micrones. El cuerpo de silicio es monta-!

| do sobre un soporte 15 que forme un contacto éhmico para

{
o1 substrato 1. Alembres conectores estdn asegurados a %
glos contactos 6hmicos 11, 12 y 13, y al elsctrodo de com—g
?puerta 14. ' ?
§ Durante el funcionamiento del transigtor la re-g
Egidn de fuente 6 es polarizado negativamente eon respec= g

éto a la‘regién de drensje 7. Esta polaridad de la tensidn%

1

ii

raplicada polarize en sentido inversc la juntura p-n entre
4

v

'la regién de drenaje 7 y el Substrato (1,3) y no circule

ras

2

? . N
i corriente entre las regiones 6 y 7. Cuandc una tensidn

| positiva es aplicada al electrodo de compuerta 14 es au-

R N

jmentada la concentracién de electrones en la regifn 3

ientre la regidn de fuente 6 y la regidn de drenaje 7 jua-§

| tamente por debajo de la capa de éxido de silicio sobre

g )
ila superficie 2, y para una determinada tensidén eplicada

A A ke

ise forma un canal de capa de iaversidn de tipo n porta-
{dor de corriente entre la regidn de fuente 6 y la regién

3 . 3 . - P
sde drenaje 7. Se apreciard que la regién superficisl en

DA kv mi e

§la posicidn § se invertird pare una tensién de compuerta

jmenor que en la pogicidn 8 debido a la concentracidén la-

i
{teral no uniforme de aceptor en la regidn de substrato 3

.

ientre la regi6n de fuente 6 y la regibn de drenaje 7.

-
B N e

t N
; Cuando existe un canal de tipo n entre la regiénm
; {
;de fuente 6 y la regién de drenaje 7 el flujo de corrien-:
§te de portadores de mayorfa {electrones) &n este canal,
3

puede ser modulado por la tensidn de compuerta aplicade.

o TRA et D e €y

1.

Bajo condiciones de saturacidn de funcionamiento, la cons

6.12.1967 ; -8 -~
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truceién (pinch-off) ocurrird en 1s posicién 9 y asi

e -‘c-w.-...._.f.‘.- e

asegurard una dependencia despreciable de las caracterfis-
ticas de saturacibn sobre la concentracidn de impureza
del subgtrato.

El contacto dhmico 12 para la regién 3Vproveé

e TR TN Ui R i ars

yun camino de baja resistencia a la parte de la regidén de §
1 N
?substrato difundide de tipo p adyacente al canal de tipo :
D Con las dimensiones y las concentraciones de impure- g

zas mencionadas. La re51stencla serie de este camino de

1
]
N
'c

SO S SR U

ba;a resistencxa es de aproximadamente 60 ohms mlentras
que la resistencis serie desde el ccntacto 15 a través deB

' substrato 1, es de aproximadamente 1 XOhm debido 2 la re- ?
ﬂ

igigtividad mds alta de la regién 1 comparada con la reszsé

tividad de la mayor parte de la revldn 3. 4sf la configu--7

e, =

i
x
{
h
1
}
|
3
¢

racldn descrita en que la regifn de fuente 6 estd total- !
mente ubicada dentro de la regidn de substrato difundida 3;
’permite efectusr una conexibn de vajs resistivided. al subs-
;trato ‘1o que mejora las caracteristicas de frecuencia. El,
gcamino de baja resistencia desde el contacto 13 para el

:substrato, permite tambidn que el dispositivo sea usado

R e e PR,

i
en un cirenite mezclador con una mayor eficiencia que un

1dlsposativo convencional.

: En el dispositivo la ruptura desde le capa de
{ ' '
gotamiento asociads con la juntura p-n inversamente po=-

?arizada entre 1ls regidn de drenaje 7 y el substrato (1,3)

4
para la regifn de fuente 6 ocurrird a una tensién fuente/

B R T e R

drenaje mds alte en comparacibn con un dispositivo de las

nismas dimensiones pero en gue no estd presente la regién

T S A

de substrato difundida, debidoa  la concentracién mds al-
%a de impureza activa en la poéicidn 8.

El transistor descrito tiene una separacidén re~

. IIRT N AR MRS 1, e 7
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. influenciadas 5610 en peguefio grado. g

LR SRy

L HEALEY Lt

X

A acomon
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L L

j rencia a lag figuras 3 a 5.

lativamente pequefia entre las regiones de fuente y de

drenaje a saber 4 micrones sin gque ocurra una rupiura a

:

!

)

o §

una tensidn fuente/drenaje reducida. Como se ha descri-
. . !
1

to precedentemente en la memories, un asumento de la concen:
d

3
tracidn de impureza activa en el substrato afectard las |
}

[ 4
4

$

2

caracter{sticas del transistor; sin embargo en el transig

tor descrito la concentracién de impureza asumenta late~ |

ralmente a lo largo de todo el canal de transporte co- !

" rriente y es relativamente alta solamente en la vecindad

inmediata de la regidn de fuente 6 y asf las caracteristi%

.

cas del dispositivo tal como la conductancia mitua, son

. !
La estructura de contactos puede ser modificada‘l

adecuadamente para un transistor adecuado para ser usado ?
en determinedos circuitos en que la fuente y el substra- .

to estén conectados en comin, formando un contacto comin :

iy aee,

en la superficie 2 para la regién de superficie difundide;

et

3 y la regibn de fuente 6.
'El transistor de efecto de campo de compuerta
aislada mostrado en las figuras 1 y 2 es fabricado por

las tdonicas convencionsles de mdscara de éxido, fototra=-:

e Rk e g At S

s

tamiento, mordiocacién, difusién, ecte.., usadas en la fa-'|
bricacifn de dispositivos semiconductores. Algunas de las,

atapas bdsicas serdn descritas a contimuacidn con refe-

o cats e

El material de partida es un substrato 1 de si-

licio monocristalino tipo p, uniformemente dopado con

YOS

boro (1014 étomos/cm3) y de 200 micrones de espesor. las
personss familiarizadas con la fabricacién de dispositi-

vos gemiconductores apreciardn que una pluralidad de con-

6.12.1967 - 10 -



i

ic

i5

20

25

RO KR TS

AN T N

Juntos de transistor serd fabricada sobre una nica re-

W T

banada de silicio, pero por razones de conveniencia, se
deseribirdn las etapas de tratamiento de un ¥nico transis-

;
tor sobre la rebanada. Se hace crecer una capa de 4xido de

I3

silicio sobre la superficie plana 2 del substrato 1. Lue=-

.80 se forma una abertura rectangular en la capa de Sxido

A (5 A 7 A

%mediante fototratamiento y una etapa de mordicacién, te-
‘niendo la abertura un ancho de 30 micrones en el corte mqi

itrado en la figura 3. Se realigza un proceso de difusién

éde boro en la parte de superficie expuesta de modo éue‘el

P A PR

gfrente de difusidn se extiende & una profundidad de apro;

gximadamente 5,5 micrones desde la superficie y la difu-

[ e S

gsién lateral bajo el 8xido de silicio es de aproximada=

FEPIEORr £

mente 4,5 micrones en todos lados. La concentracidn su-

-

fperficial de boro en la parte de superficie expuesta es !

PP

éde aproximadamente 1020 étomos/cm3. Durante la etapa de

] -
;difusidn de boro la capa de 6xido de silicio inicialmente

4

gformada se vuelve mds grucsa y se forma otra parte de ca-

an i

ipa aislante sobre la parte de superficie expuesta. La fi-

N LAY AL RCYAT o b h

tgura 3 muestra el cuerpo de silicio después de la difu-

el N O ) i,

=

:816n del boro, mostrdndose la extensidn del frente de di- ;

s

‘fusién del boro por la lfnea punteada 4.

e

Otras dos aberturas rectangnlares de drea menor

gue la primera abertura fermada, son hechag enionces en

ila cepa aislante poxr una etapa de fototratamiento y mordi-

cacidn de modo gque los lImites adyacentes de las nuevas

R T e O

aberturas formadas estdn separados por aproximadamente 6

micrones, estando ubicado uno de tales limite sustancial-

mente en la posicidn de la parte de limite correspondien=-

ite de la primera abertura, formada y estando separado el

6.12,1967 ' -11 -
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otro de teles limites en aproximedamente 1,5 micrones del
frente de difusién de boro previamente formado en l& su-
iperficie 2, Iuego se difunde fésforo en las Gos partes de
superiicie expuestas para formar las regiones de fuente y
drenaje n + 6 y ? que tienen una éongentracién superficia;
de 5 x 1027 4gtomos/em3. La juntura p-n entre la regién de
fuente 6 y la regifn de substrato difundida 3 y la juntu-
ra p-n entre la regidn de drenaje 7 y el substrato 1 esﬁén
uticadas cada una, a una distanéia de 1;5 micrones de la
superficie 2 donde ellas se extienden paralelamente a la
superficie. La juntura p-n entre la regién de drenaje 7 y
el substrato 1 se extiende hasta la superficie 2 sobre un
lado muy préxima al frente de difusidn 4. Durante la difu-
sifn de fésforo se forman otras partes de capa aislante sol
bre las partes de superficie expuestas. La figura 4 mues-
tra el cuerpo de silicio despuds de la etapa de difusién
de fésforo. .

Ia capa aislante es ahora completamente elimi~
nada de la superficie 2 y se forma sobre la superficie
una nueva capa aislante 5 de 8xido de silicio, de 0,2 mi-
jcrones de espesor. Se forman aberturas en la nueva capa de
dxido‘fbrmada mediante une etapa de fototratamiento y

mordicacién para exponer la regidn de fuente 6, l= regidn

de drenaje 7 y la regibn de substreto difundide 3. Le fi- |
gura 5 muestrd el cuerpo de silicio después de la forma= ;
cién de estas ﬁberturaé en la capa de dxido. Con la ayuda |
de una méscara con aberturas, se evapore aluminio sbbre

la superficie pars formar capas sobre parte de las porcio-

nes de superficie expuestas en las aberturas, y formar
as! los contactos dhmicos 11, 12 y 13 para las regiones

de fuente, de drenaje y de substratc difundida, respecti-

6.12.1967 -12 -
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turas en la caps de 6xido. Pogteriormente el aluminio eg

Kamas.

vamente., Los anchos de las capas de aluminio en el corte
mostrado en la figura 1 son, cade uno de 5 micrones. Una

capa de aluminio es depositada también sobre la capa de

6xido entre las regiones de fuente y de drenaje para for-,
nar el electrodo de compuerta 14, siendo el ancho de la §
capa en el corte de la figura 1, de 6 micrones. El espe-
sor de la capa de aluminio es de 0,2 micrones., El substra-
to 1 es posteriormente montado sobre una placa metdlica

mediante un proceso adecuado de soldadura, y los conduce
tores unidos a los centactos Shmicos y al electrodo de

compuerta por unidn por termocompresidén. Se apreciard que
los contaectos 11, 12 y 13 y el electrode de compuetrta 14
pueden ser formados, como alternativa, depositando alumi-

nio sobre toda la superficie despuds de formar las aber-

selectivamente eliminado mediante una etapa de fototrata-
miento y mordiczeidn.

La figura 6 muestra un circuito mezclador que
utiliza un transistor de efecto de campo de compuerta
aiglada como el desorito con referencia a las figuras 1 y
2. El-electrodo de fuente 11 estd conectado.a un circuito
sintonizado 21 sobre el que es aplicada una sefial de ene
trada a través de terminales 22. Un circuito oscilador lo-
cal 23 estd conectado al electrodo de compuerta 14 y el
contacto 13 sobre la regién de substrato difundida estd
conectado & masa. El electrodo de drenaje 12 estd conecta-
do & un circuito sintonizado 24. Durante el funcionamien-
to el transistor de efecto de campo de compuerta aislada
funciona como un mezclador y el circuito sintonizado 24

puede ser sinionizado & una frecuencia que es la diferen-
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zado 25 & travéds del cual puede splicarse una sefial al dig

ldrenaje 12 estd conectado a los terminales de salida 27 &

113 para la regién de substrato difundida 3 estd conectado

t
S S AN

cia enitre la frecuencia del mezclador y la frecuencia del
oscilador loeal, |

La figura 7 muestra un circuito control guto-
mdtico de ganancia que utiliza un transistor de efecto
de campo de compuerta aislade como el~descrito con refe-
rencia g las figuras 1 y 2 e ilustra una aplicacién del
transistor en que unz tensién es aplicada al contacto pa-
ra la regién de substrato difundida 3. El electrodo de
compuerta 14 estd conectado a un punto de masa y el elec-

trodo de fuente 1l estd conectado 2 un circuito sintoni-

positivo a través de los terminales 26. EL electrodo de

través de un circuito sintonizado 28, El contacto Shmico

& un terminal 29 al que es aplicada una tensién de control

automdtico de ganancia.

La presente solicitud que corresponde a la pre-.

sentada en Gran Bretefia, con fecha 13 de diciembre de 196q

bajo el We 55813/66, se acoge a los beneficios del art?
51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial. ’ ¥

o

Los puntos de invencidn propia y meva que se
presentan para que sean objeto de la presente solicitud

de Patente de Invencidn en Espafia, por VIENTE afios, son
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 de fuente y de drenaje e inmediatamente adyacente a la

los siguientes:

1.; Un dispositivo de transistor de efecto de
canpo, de compuerta aisladé, que‘comprende un substrato
semiconductor, monoerigtalino dg un fipo de conductivi-~
dad, que tiene una superficie plana, dos regiones super-
ficiales separadas del tipo de conductividad opuesto, que
8o extienden desde 12 superficie plana en el subsirato y
que constituyen las regiones de fuente y de drenaje una
capa dieléctrica ubicada sobre la superficie plana del
substrato entre las regiones de fuente y de drenaje, y una
capa conductora ubicada sobre la capa dieléctrica, que
constituye el electrodo de compuerta, caracterizado por-

gue 1a,regi6n del substrato situada entre las regiones

superficie plana, tiene una concentracidn lateral no uni-
forme de impureza determinadora de dicho un tipo de con-
ductividad Que en al mends la parte de dicha regidn dei.
substrato adyacente & la regidén de fuente es mayor que 1aj

concentracién de impureza determinadora de dicho un tipo f

de conductivided en la.regibn subyacente del subsirato y
aunente en la direccién lateral desde el drenaje hacia
la regién de fuente, contactos Shmicos para la fuente,
drenaje y compuerta y un contacto Simico para el substra—
to.

2.—lUn digpogitivo de_transistor de efecto de
campo de comjuerta aislada, de acuerdo con la reivindice-
eién 1, caracterizado porque dicha parte‘de la regifbn del
substrato adyacente a la regién de fuente estd ubicada
dentro de la parte lateralmente difundida de una regidn

de substrato difundida de dicho un tipo de conductividad
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| superficie plane para la regién de substrato difundide.

formada por difusidn de un elemento de impureza determi-
nador de dicho un tipo de conductividad en un drea limi-
tada de la superficie plana del substrato.

Jo= Un dispositivo de transistor de efecto de
campo de compuerta aisladé, de acuerdo con la reivindi-
cacidn 2, caracterigzedo porque la regién de fuente es-
t4 totalmente ubicade dentro de 1la regidén de substrato
difundida.

4,- Un dispositivo de transistor de efecto de
canpo de compuerta aislada de acuerdo con la reivindica—
cidn 2 o 3, caracterizado porque la parte lateralmente |
difundida de la regién de substrato difundida, se extien~
de hasta la regién de drenaje.

5.= Un dispositivo de transistor de efecto de
oampé de compuerta aislada de aéuer&o con 1la reivindica-
¢idn 3 o 4, caracterizado porque un contacto Shmico paras

el substrato estd constitufdo por un contacto sobre la

6.- Un dispogitivo de transistor de efecto de

campo de compuerta aislada de acuerdo con la reivindica-
cibn 5 caracterizado porque la regibn de fuente estd eléc

tricamente conectada a la regidn de subsirato difundida

N (P

en la superficie plana,

T7.= Un dispositivo de transistor de efecto de
campo de compuerta aislada de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 6 caracterizado porque la-sepa—
recidn lateral de las regiones de fuente y de drenaje es
cono méximo 5 micrones.

| 8.~ Un dispositivo de transistor de efecto de

campo, de compuerta aislada,.

6.12.1967 - 16 -
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Tal y como se ha descrito en la Heworia gue

antecede, representado en 10s dibujos gque se acompafian

y para los fines que se hen especificado,

La presente Memorie consta de 17 hojas escri-
tag a mdquina por une sola cara.

dearia, 106

Rl
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